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Spectrometric studies of diamond plates with various defects and the use of IR spectrom-

etry and impedance spectroscopy have been carried out. IR spectra and specific electrical 

conductivities were obtained. 

 

Внедрение дефектов в структуры алмазных пластин приводит к изменению 

их механических, оптических и электрических свойств [1, 2]. Синтетические ал-

мазы, являясь перспективным и инновационным материалом, особенно инте-

ресны для изучения и могут послужить для обновления и создания усовершен-

ствованных технологий [4]. Алмаз занимает особое место среди широкозонных 

полупроводниковых материалов благодаря уникальному сочетанию высоких ме-

ханических, тепловых и электрических свойств [3]. Примеси и дефекты создают 

в запрещенной зоне целый «спектр» локальных энергетических состояний. По-

мимо алмазов с включениями бора, являющихся полупроводниками с примесной 

проводимостью, кристаллическая структура алмаза богата своим разнообразием 

других дефектов. В каждом алмазе присутствует азот различной концентрации, 

вакансии, влияющие на физические свойства. Совокупность связей между ато-

мами в кристалле алмаза классифицируется на множество видов дефектов.  

В данной работе выбраны алмазные пластины с различными дефектами – A, 

C, B1, C, NV, H3, B [5]. Получение ИК-спектров осуществлялось с помощью 

спектрометра ФТ-801 при комнатной температуре в диапазоне волновых чисел 

от 1000 до 1500 см-1. Частотные зависимости удельной электрической проводи-

мости определялись с помощью импедансного спектрометра Novocontrol 

Concept 80 в частотном диапазоне 10-2 - 10-7 Гц. Полученные спектры представ-

лены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Спектры ИК- и удельной электрической проводимости 

 

Характер ИК-спектров и импедансных спектров определяется типом и кон-

центрацией дефектов в структуре кристалла алмаза. По величине и характеру за-

висимости удельной электрической проводимости от частоты можно сделать вы-

вод о диэлектрических или полупроводниковых свойствах алмазных пластин в 

зависимости от типа и концентрации дефектов. 
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